Wspotpracownicy firmy KIOXIA otrzymujg nagrode w dziedzinie nauki i
technologii od japonskiego Ministerstwa Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki i
Technologii

Tokio, Japonia, dnia 19 kwietnia 2023 roku — KIOXIA Corporation, swiatowy lider w
dziedzinie rozwigzan w zakresie technologii pamieci, ogtosita dzisiaj przyznanie jej
wspotpracownikom nagrody ,, Wyrdznienie za dokonania w dziedzinie nauki i technologii”
przez Ministerstwo Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki i Technologii za wynalezienie
tréjwymiarowego urzgdzenia pamieci flash o duzej gestosci oraz metod jego produkcji, co
pozwala znaczne zwiekszyé pojemnosé pamieci przy jednoczesnym obnizeniu kosztow
produkcyjnych.

Coroczna nagroda przyznawana jest przez Ministerstwo Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki i
Technologii osobom osiggajacym wybitne wyniki w dziedzinie badan i rozwoju oraz
promujgcym powszechne zrozumienie nauki i technologii wsréd mieszkarncéw Japonii.

Nagrodzeni wspotpracownicy KIOXIA

¢ Ryota Katsumata, Asystent Dyrektora Generalnego w Centrum Rozwoju Zaawansowane;j
Pamieci, Dziat ds. Pamieci

e Masaru Kito, Kierownik grupy w Centrum Rozwoju Zaawansowanej Pamieci, Dziat ds.
Pamieci

o Hideaki Aochi, Starszy Ekspert, Centrum Badan i Rozwoju Technologii Urzadzen, Instytut
Badan i Rozwoju Technologii Pamieci

¢ Masaru Kido, Gtowny Specjalista, Dziat Strategii Rozwoju Pamieci

e Hiroyasu Tanaka, Gtéwny Specjalista, Dziat Strategii Rozwoju Pamieci

Przeglad nagrodzonej technologii

Pamied flash jest wykorzystywana w szerokim zakresie zastosowan przechowywania danych,
w tym w smartfonach i centrach danych; oczekuje sie, ze popyt na tego rodzaju technologie
bedzie w przysztosci tylko wzrastad.

Nagrodzona technologia tréjwymiarowej pamieci flash to przetfomowe podejscie do tematu,
znacznie upraszczajgce proces produkcji uktadania pionowych ogniw pamieci w celu
uzyskania tréjwymiarowej pamieci flash o wysokiej gestosci. Podczas gdy konwencjonalne
uktadanie wymagato powtarzajgcych sie proceséw osadzania i wzorcowania niezbednych do
wytwarzania tablic ogniw pamieciowych, nowa technologia najpierw uktada materiaty do
ogniw pamieciowych, a nastepnie przy uzyciu jednorazowego procesu wzorcowania
wytwarza kazdg komorke jednoczesnie, co znacznie skraca etap przetwarzania produktu.
Poniewaz technologia miniaturyzacji stosowana w konwencjonalnych dwuwymiarowych
pamieciach flash zbliza sie powoli do swoich fizycznych granic mozliwosci, technologia
tréjwymiarowych pamieci flash o duzej pojemnosci i wysokiej wydajnosci jest obecnie coraz
czesciej stosowana w czotowych produktach na rynku. Po wprowadzeniu na rynek
tréjwymiarowej pamieci flash BiCS FLASH™ w 2015 roku firma KIOXIA kontynuowata prace



nad zwiekszeniem gestosci uktadania. W zesztym miesigcu firma KIOXIA zapowiedziata 218-
warstwowg, wysokowydajng tréjwymiarowq pamiec flash BiCS FLASH™ o duzej pojemnosci.

Ta tréjwymiarowa technologia rowniez zostata wyrdzniona nagroda Imperial Invention
Award w ramach krajowego wyrdznienia National Commendation for Invention 2020 a takze
nagrodg IEEE Andrewa S. Grove’a w 2021 roku.

Kierujgc sie misjg ,,ulepszania »pamieci« swiata”, firma KIOXIA angazuje sie w badania i
rozwdj technologii przynoszace korzysci ludziom na catym swiecie.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie, w tym ceny i specyfikacje produktow, tres¢ ustug i dane kontaktowe, sg
aktualne w dniu podania ich do wiadomosci i mogg ulec zmianie bez wczesniejszego uprzedzenia.



